AF124

Typ tranzystora: tranzystor germa-
nowy

Firma: PHILIPS

Wykonanie: tranzystor germanowy
stopowy dyfuzyjny, p-n-p w obu-
dowie metalowej TO-72, ekran
potaczony z obudowa
Zastosowanie: uktady matoszumne,
wzmacniacze akustyczne w odbior-
nikach FM

Typy podobne: GF132, GF514
(Tes), AF114, AF164 (Ates)
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Rys. 1-143. AF124

Wartosci charakterystyczne!’

min typ max
e 90 180
—Icpo 1,2 8
~I, 7 25
- 210 270 330
hpe 150
—Cize 1,5
811p 15
—Ci1p 5
Y120l 0,45
P12b 250
1y218l 16
P21p 95
822p 0,3
Csop 2,5
1212 20
fr 75
F 8 9,5
G, 12,5 14
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przy Ip =0, —Ucp =6V, t; = 75°C
przy I =0, —Ucp =6V

przy I =1 mA, —Ucsg =6V

przy —Ic =1 mA, —Ugg=6V
przy —Ic =1 mA, —Ugg=6V
przy —Ic=1mA, —Uspp=6V

przy I =1 mA, —Ugg =6V, f= 100 MHz

przy Iy =1 mA, —Ucp =6V
przy Ip =1 mA, —Ucp=6V
przy Ip =1 mA, Rg = 60 Q,

f=100 MHz, —U =6V
przy f= 100 MHz




AF124

WartoSci graniczne
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R jest tak dobierana, aby catkowita impedancja R, sktadajaca si¢ z R i obwodu réwnoleglego
wynosita 3,3 kQ, L —rdzef ferrytowy

2) ZB|ZE < 15
3 tamp = 45°C
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Rys. 1-145. Zalezno$¢ pradu zerowego kolek-
tora od temperatury zlacza
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Rys. 1-147. Zaleznos¢ sktadowych admitancji
od czgstotliwosci
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Rys. 1-146. Charakterystyka statyczna tran-

zystora
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Rys. 1-148. Zalezno$¢ fazy admitancji i po-
jemnosci od czegstotliwo$ci
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Rys. 1-149. Zaleznos$¢ sktadowych admitancji Rys. 1-150. Zaleznos¢ sktadowych admitancji
od napiecia kolektor-baza od pradu emitera
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Rys. 1-151. Zaleznos$¢ napigcia Uggy od sto-
sunku impedancji Zz/Zg



